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はじめに 

GaAsNは変換効率 45%以上が期待されている

多接合太陽電池に適した材料の 1 つである。し

かし、現在使用できる高品質な GaAsN膜厚の作

製には至っていない。そこで、我々は自動停止機

構(SLM)によって 1 原子層の精度で成長表面を

制御できる原子層エピタキシー(ALE)法を用い

て作製を試み、SLMが働く原料供給シーケンス

を見いだした[1]。本研究は SLM 条件で GaAsN

の ALE 成長を行い、N および As 原料の供給時

間が N 組成および薄膜の結晶性に与える影響を

明らかにすることを目的とした。 

試料作製と評価 

 半絶縁性 GaAs(001)基板にこれまでの報告[2]

と同様にし、GaAsN 薄膜を成長させ、Ga、N、

As 原料の順に供給し SLM が有効に働くシーケ

ンスを用いた。Ga供給時間を 4秒、Asの供給時

間を 10 秒に固定し N 原料を変化させた場合と

N の供給時間を 10 秒に固定して As の供給時間

を変化させた場合の 2 通りで作製した。N の組

成は XRD 法により求めた格子定数より計算し

た。また薄膜の評価はラマン分光法を使用し

GaAsN の LO ピークと TO ピークの強度比をも

とめ結晶性の乱れを求めた。 

結果と考察 

横軸に N の供給時間、右軸に XRD により求

めた窒素濃度、左軸にラマン分光法により求め

た面積比を図 1 に示す。ここで、■は□は成長

温度 500℃で作製された GaAsN薄膜の各値を●

と○成長温度 520℃で作製された GaAsN の値を 

 

表している。 

どちらの温度もN濃度はNの供給時間に伴い

増加し飽和した。また N 供給時間に伴い面積比

が減少した。TO ピークはこの方位では禁制遷移

なので面積比が小さいほど結晶の方位がそろっ

ていることがわかる。 

一方、成長温度で比較すると 500℃の方が面積

比が小さく、これより成長温度を低くすること

でGaAsN薄膜の結晶性が良いことが確認できた。 

As の供給時間依存性は N 濃度が As供給時間に

伴い減少した。面積比は値が小さくほぼ一定

(0.5)だったため結晶の乱れに影響をあたえない

ことが確認できた。 

 

図 1 Area ratio TO/LO and N concentration of 

N duration  
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